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Publication Title: 

Magnetic recording device with a plurality of magnetic heads. 



Abstract: 

The invention relates to a magnetic recording device of the type comprising a 
plurality of magnetic heads (M1 to M9) forming a matrix network, each magnetic 
head being arranged at the intersection of a column conductor (X1 to X3) with a 
row conductor (Y1 to Y3). 

According to the invention, each magnetic head (M1 to M9) is energised via a 
switching element (11 to 19). 

This arrangement enables the magnetic heads (M1 to M9) to be controlled by a 
matrix type addressing, whilst avoiding the problems related to the spread in the 
characteristics of the magnetic heads. 
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(§) Disposing d'enregistrement magnetique a pluralite de tdtes magnetiques. 



(§) L'invention conceme un dispositif d'enregistrement magnetique du type comportant une pluralite de 
tetes magnetiques (M1 a M9) fonmant un reseau matriciel, chaque tete magnetique etant disposee a 
{'intersection d'un conducteur en colonne (X1 a X3) avec un conducteur en ligne (Y1 a Y3). 

Conformement a Pinvention, chaque tete magnetique (M1 a M9) est alimentee par I'intennediaire d'un 
element de commutation (11 a 1 9). 

Cette disposition pennet de commander les tdtes magnetiques (M1 a M9) par un adressage de type 
matriciel, tout en evitant les problemes lies aux dispersions des caracteristiques des tetes magnetiques. 
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L'invention concerne un dispositif magnetique 
d'enregistrement constitue par une plurality de tete 
magnetique forma nt un reseau matriciel. L'invention 
permet de faciliter la mise en oeuvre de ces dispositifs 
tout en ameliorant leurs caracteristiques. 

Generalement, une tete magnetique est consti- 
tute d'un circuit magnetique a entrefer, associe a une 
inductance d'excitation. Le signal a enregistrer est 
applique a I'inductance sous la forme d'un courant. Le 
champ magnetique engendre dans le circuit magne- 
tique permet d'enregistrer le signal sur une piste d'un 
support magnetique situe au voisinage de I'entrefer. 

Dans le cas de I'enregistrement magnetique, il 
est courant d'utiliser simultanement plusieurs tetes 
magnetiques, realisees par exemple par la technique 
des couches minces, afin d'enregistrer sur plusieurs 
pistes paraileles et, dans ce cas les tetes magneti- 
ques elementaires sont disposees de maniere a cons- 
tituer un reseau matriciel. 

Un ensemble de tetes magnetiques elementaires 
formant un reseau matriciel, est decrit dans une 
demande de brevet francais n° 88 05592 publiee avec 
le n Q 2 630 853 et qui doit etre consideree comme fai- 
sant partie de la presente description. 

Un tel ensemble de tetes magnetiques individuel- 
les ou elementaires formant une structure matricielle 
permet notamment, de diminuer le nombre de 
connexions necessaires a fa ire fonctionner cet 
ensemble. Dans un tel ensemble en effet, chaque tete 
magnetique elementaire est definie sensiblement au 
croisement d'un conducteur de colonne avec un 
conducteur de ligne, et les tetes magnetiques a exci- 
ter, c'est-a-dire celles qui sont selectionnees, sont 
adressees par un adressage de type matriciel, de telle 
maniere que le nombre de connections necessaires a 
une matrice N x P est egal seulement a N + P. 

Ceci est rendu possible par I'existence d'un seuil, 
dQ au support magnetique ou media. En effet, si une 
tete magnetique est commandee par un courant infe- 
rieur a un seuil donne, elle n'ecrit pas (en premiere 
approximation) sur le media. Au-dessus du courant 
de seuil, generant un flux superieur au champ coercitif 
du media, I'enregistrement est conserve. 

Dans le cas des tetes magnetiques formant un 
reseau matriciel, pour chaque tete magnetique, un 
conducteur de ligne et un conducteur de colonne se 
croisent au sein d'un anneau qui constitue la tete 
magnetique individuelle : une fraction du courant de 
seuil est envoyee dans le conducteur de ligne et 
I'autre dans les conducteurs de colonnes. Par suite, 
les seules tetes magnetiques recevant globalement 
un courant generant un flux superieur au seuil, sont 
celles qui sont situees a I'intersection du conducteur 
de ligne et des conducteurs de colonnes activees. 

Un inconvenient de ce type de fonctionnement 
reside en ce qu'il impose de travailler avec un courant 
dont la valeur doit rester dans une plage etroite. En 
effet, un courant inferieur au seuil ne permet pas 



d'ecrire, et a I'oppose choisir un courant trop au-des- 
sus du seuil est egalement defavorable, car les frac- 
tions de courant dans la ligne et dans les colonnes 
doivent rester inferieures au seuil. 

5 De plus, ces tetes elementaires n'ont pas des 

performances identiques, de telle sorte que de faibles 
variations locales au cours de la fabrication engen- 
drent une certaines variabilite des performances. 
Ceci exige notamment de repondre aux deux proble- 

10 mes suivants : 

- d'un e part, a I'interieur d'une matrice, cette 
variabilite des performances doit etre maintenue 
dans une fenetre suffisamment etroite pour que la 
t6te magnetique 6lementaire la plus efflcace 

15 n'ecrrve pas quand on cherche a faire ecrire la 

moins efflcace ; 

- d'autre part, la reproductibilite des performan- 
ces moyennes d'un ensemble a I'autre, c'est-a- 
dire d'une matrice a I'autre, doit etre 

20 sufflsamment bonne pour permettre Tintegration 

des tetes magnetiques elementaires a un dispo- 
sitif d'enregistrement, sans exiger de r6glages 
indivkJuels de ces tetes, au moins dans les appli- 
cations a large diffusion. 
25 Une solution actuelle a ces deux probl ernes 

consiste a imposer des contraintes et tolerances 
severes, sur la conception et la fabrication de ces 
t§tes magnetiques, d'ou resulte notamment une ele- 
vation importante des couts. 
30 La presente invention concerne un ensemble de 

tetes magnetiques elementaires, formant un reseau 
matriciel, dont I'agencement nouveau permet d'eviter 
les inconv6nients precedemment mentionn6s. 

Selon Tinvention, un dispositif d'enregistrement 
35 mag netique com portant plusieurs tetes magnetiques, 
des conducteurs en colonnes crois6s avec des 
conducteurs en lignes, les tetes magnetiques etant 
disposees sous la forme d'un reseau matriciel, est 
caracterise en ce qu'il comporte en outre des moyens 
40 pour alimenter chacune des tetes magnetiques par 
rintermediaire d'un element de commutation. 

L'invention sera mieux comprise, et d'autres 
caracteristiques qu'elle comporte et avantages 
qu'elle presente apparattront a la lecture de la des- 
45 cription de certain de ses modes de realisation, cette 
description etant donnee en reference aux dessins ci- 
annexes parmi lesquels : 

- la figure 1 est un schema eiectrique d'un dispo- 
sitif magnetique a plusieurs tetes magnetiques, 

so suivant une premiere forme de realisation de 

l'invention ; 

- la figure 2 est un schema eiectrique montrant 
une seconde version du dispositif de l'invention ; 

- ia figure 3 est une vue en perspective montrant 
55 partiellement le dispositif de l'invention selon le 

schema de la figure 1 ; 

- la figure 4 est une vue en coupe illustrant une 
m6thode de fabrication du dispositif montr6 a la 
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figure 3. 

La figure 1 est un schema electrique d'un dispo- 
sitif magnetique d'enregistrement 1 conforme a 
invention. 

Le dispositif magnetique 1 comporte une pluralite 5 
de teles magnetiques M1 t M2... t M9 representees 
sous la forme d' inductances. Les tetes magnetiques 
M1 a M9 sont alimentees a I'aide de conducteurs dis- 
poses en ligne appeles conducteurs lignes Y1 a Y3, 
et a I'aide de conducteurs disposes en colonnes et 10 
appeles conducteurs colonnes X1 a X3. 

Les conducteurs colonnes X1 a X3 sont croisees 
avec les conducteurs lignes Y1 a Y3, et en pratique 
chaque tete magnetique M1 a M9 est realisee sensi- 
blement a Intersection d'un conducteur colonne avec 1 5 
un conducteur ligne. 

Dans I'exemple non Hmitatif represente a la figure 
1 et pour simplifier la description, seulement trois 
conducteurs lignes Y1 a Y3 et trois conducteurs 
colonnes X1 a X3 sont representes, forma nt 9 inter- 20 
sections ou sont situ 6s les tetes magnetiques M1 a 
M9, mais bien entendu ie dispositif magnetique 1 peut 
comporter moins ou beaucoup plus de ces conduc- 
teurs croises de sorte a comporter moins ou beau- 
coup plus de tetes magnetiques M1 a M9. 25 

Dans Tart anterieur, I'adressage d'une tete 
magnetique selectionnee est realise en alimentant 
cette t§te magnetique simultanement a partir d'un 
conducteur ligne et d'un conducteur colonne, la 
somme des cou rants transportes par ces deux 30 
conducteurs devant etre superieure a un seuil donne, 
comme il a ete explique dans le preambule, et comme 
decrit dans le document de brevet deja cite. 

Avec la presente invention, I'adressage d'une 
tete magnetique M1 a M9 selectionnee, c'est-a-dire 35 
son alimentation, est accompli de maniere differente. 
Suivant une caracteristique de I'invention, chaque 
tete magnetique M1 a M9 est associee a un element 
de commutation 11 a 19 parTintermediaire duquel cha- 
que tete magnetique est alimentee quand elle est 40 
selectionnee. 

Chaque element de commutation remplit le role 
d'un interrupteur monte en serie avec la tete magne- 
tique, et qui laisse passer ou non le courant suffisant 
a produire le champ magnetique qui traduit un signal 45 
a ecrire par la tete magnetique. 

Dans cette configuration, les tetes magnetiques 
M1 a M9 sont alimentees par "tout ou "rien" suivant 
qu'elles sont selection nees ou non, de telle sorte que 
le courant d'alimentation peut etre largement sup6- 50 
rieur au seuil n6cessaire, sans risquer de rencontrer 
les probiemes 6voqu6s dans le preambule. 

La fonction de commutation des elements de 
commutation 11 a 19 peut etre remplie par differents 
moyens, en eux-memes classiques, choisis en fonc- 55 
tion notamment de caracteristiques propres au dispo- 
sitif magnetique 1 : par exemple suivant ses 
caracteristiques de fonction nement telles que 



vitesse, ou intensite du courant d'alimentation; ou 
encore en fonction du mode de realisation du dispo- 
sitif magnetique 1 ; par exemple, s'il est realise sui- 
vant une technologic de films en couches minces, 
comme d6crit dans la demande de brevet 2 630 853 
deja citee ; ('element de commutation peut etre un 
transistor de type MOS, ou bipolaire ou mdme un dis- 
positif a diode comme decrit par exemple plus loin en 
reference a la figure 2 ; mais I'eiement de commuta- 
tion pourraittout aussi bien etre constitu6 parun relais 
eiectromagnetique. 

Dans I'exempie non Hmitatif de la premiere ver- 
sion de I'invention montree a la figure 1, les elements 
de commutation 11 a 1 9 sont des transistors T de type 
MOS, comme illustre particulierement au niveau du 
neuvieme element de commutation 19 monte en s6rie 
avec la neuvieme tete magnetique M9. 

Une extremite 2 de Tinductance que constitue 
chaque tete magnetique M1 a M9, est port6e a un 
potentiel de reference qui est la masse par exemple, 
c'est-a-dire par exemple le potentiel du substrat sur 
lequel peuvent etre reatisees ces tetes magnetiques 
(comme il est davantage explique dans une suite de 
la description faite en reference a la figure 4). 

L'autre extremite ou seconde extremite 3 de cha- 
que tete magnetique M1 a M9 est reliee a reiement 
de commutation 11 a 1 9 ; en fait dans le cas de la ver- 
sion montr6e a la figure 1 ou chaque element de 
commutation 11 a 19 est un transistor T de type MOS, 
la seconde extr6mit6 3 est reli6e a la source S du tran- 
sistor T ; le drain D et la grille G de commande de ce 
dernier etant relies respecth/ement au conducteur 
ligne Y1 a Y3 correspondent et au conducteur 
colonne X1 a X3 correspondant. 

Ainsi t dans le cas du neuvieme element de 
commutation 19, le drain D est reli6 au troisieme 
conducteur ligne Y3, et la grille G est reli6e au troi- 
sieme conducteur colonne X3. 

Dans cette configuration, I'adressage d'une tete 
magnetique donn6e s'effectue en commandant par le 
conducteur colonne correspondant, la mise a retat 
passant de tous les transistors T relies a ce conduc- 
teur colonne, pendant que simultanement on applique 
au conducteur ligne correspondant la tension n6ces- 
saire a engendrer le courant d'ecriture dans la tete 
magnetique selectionnee. 

Ainsi par exemple si Ton d6sire 6crire, c'est-a- 
dire enregistrer sur un support magnetique par les 
quatrieme et neuvieme tetes magnetiques M4 et M9, 
on applique aux second et troisieme conducteurs 
lignes Y1, Y3 (et uniquement sur ces deux conduc- 
teurs) une tension qui par rapport au potentiel de la 
masse est rimage du signal S4, S9 a ecrire, et simul- 
tanement on applique aux premier et troisieme 
conducteurs colonnes X1 et X3 (et uniquement sur 
ces 2 conducteurs) une tension de commande TC qui 
par rapport a la masse fait "conduire" les transistors 
qui forment les elements de commutation 14 et 19 ; 
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ceci engendre des courants d'ecriture »4 et i9 qui tra- 
versent respectivement les quatrieme et neuvieme 
tetes magnetiques M4, M9 et uniquement ces dernie- 
res. 

Comme it apparait sur la figure au niveau de la s 
neuvieme tele magnetique M9, la tension de 
command e TC appliquee aux conducteurs lignes Y2, 
Y3 est en fait appliquee a la grille de commande G de 
chaque transistor T relie a ces conducteurs lignes, 
rendant ce transistor conducteur et apte a laisser pas- 10 
serun courant i4, i9 qui se referme par la tete M4, M9, 
si le drain D de ce transistor est relie a un conducteur 
colonne X1 a X3 auquel est applique au meme 
moment un signal d'ecriture tel que S4, S9 ; le sens 
de passage du courant L pouvant etre aussi a 15 
('inverse du sens represents a la figure 1. 

II est a noter que les tensions de commande TC 
et les signaux d'ecriture S4, S9 sont delhvres par des 
moyens (non represents) en eux-memes classi- 
ques, comprenant par exemple de maniere tradition- 20 
nefle des * generateurs de signaux et de tension 
cooperant avec un system e de "portes" et de registres 
a decalage. 

II est a noter en outre que les noms de "ligne" et 
"colonne" sont donnes aux conducteurs pour mieux 25 
les differencier selon des criteres habituels, et ne pre- 
jugent pas de la position vertical e ou horizontal e ou 
intermediaire qui peut leur etre conferee. 

La figure 2 illustre une seconde version de 
Pinvention dans laquelle chaque element de commu- 30 
tation 11 a 19 est constitue par deux diodes D1, D2. 

Les tetes magnetiques M1 a M9 sont disposees 
en lignes et en colonnes comme dans I'exemple pre- 
cedent, chacune sensiblement a I 'intersection d'un 
conducteur colonne X1 a X3 avec un conducteur I igne 35 
Y1 a Y3. Mais dans cette version de I'invention cha- 
que conducteur ligne Y1, Y2, Y3 est constitue par 
deux conducteurs respectivement Ya1 et Yb1 , Ya2 et 
Yb2, Ya3 et Yb3, ces deux conducteurs d'une meme 
ligne etant destines a etre portes a des potentiels de 40 
signes opposes par rapport a un potentiei de refe- 
rence ; aussi pour une meilleure clarte de la descrip- 
tion, les conducteurs Ya1, Ya2, Ya3 sont appeles 
conducteur "negatifs" et les conducteurs Yb1 , Yb2 et 
Yb3 sont appeles conducteurs "positifs". 45 

A chaque tete magnetique M1 a M9 correspond 
un element de commutation 11 a 19, c'est-a-dire deux 
diodes D1, D2 dont I'une est reliee a un conducteur 
negatif Ya1 a Ya3 et I'autre est reliee a un conducteur 
positif Yb1 a Yb3 appartenant a la meme ligne Y1 a so 
Y3. 

Dans chaque element de commutation 11 a 19, les 
deux diodes D1 , D2 sont montees en serie avec des 
memes sens de conduction, c'est-a-dire qu'elles sont 
reliees Tune a I'autre de maniere que la cathode de 55 
Tune soit reliee a I'anode de I'autre. Chaque point de 
jonction J1 a J9 des diodes D1 , D2 est relie a la tete 
magnetique M1 a M9 correspondante, a la premiere 



extremite 2 de cette derniere par exemple, I'autre 
extremite des diodes D1, D2 etant reliee a un conduc- 
teur negatif Ya1 a Ya3 pour Tune et a un conducteur 
positif Yb1 a Yb3 pour i'autre. 

Ainsi, en prenant pour exemple la neuvieme tete 
magnetique M9, elle est situee a 1'intersection du troi- 
sieme conducteur colonne X3 et des conducteurs 
negatif et positif Ya3 et Yb3 formant le troisieme 
conducteur ligne Y3. La seconde extremity 3 de la 
tete magnetique M9 est reliee au troisieme conduc- 
teur colonne X3, et sa premiere extremite 2 est reliee 
au point de jonction J9 des deux diodes D1 , D2, c'est- 
a-dire a I'anode de la premiere D1 et a la cathode de 
la seconde diode D2 dans cet exemple. La cathode de 
la premiere diode D1 est reliee au troisieme conduc- 
teur negatif Ya3, et I'anode de la seconde diode D2 
est reliee au troisieme conducteur positif Yb3. (On 
retrouve une disposition semblable pour toutes les 
autres tetes magnetiques M1 a M8). 

II est connu que le signal d'ecriture est un signal 
variable qui engendre un courant d'ecriture dont le 
sens peut s'inverser. En reprenant pour exemple les 
quatrieme et neuvieme tetes magnetiques M4 et M9, 
les courants d'ecriture i4 et i9 peuvent traverser ces 
tetes magnetiques avec un meme sens ou signe que 
dans I'exemple represents a la figure 1 , et dans ce cas 
avec le montage montre a la figure 2, ces courants se 
referme nt par la premiere diode D1 . Mais quand ces 
courants ont des sens opposes (ces courants etant 
represents alors par des fleches reperees i4b et i9b), 
ces courants passent par la seconde diode D2. 

En I'absence d'adressage, d'une part tous les 
conducteurs colonnes X1 a X3 sont a un potentiei de 
repos voisin d'un potentiei de reference qui est par 
exemple la masse ; d'autre part, tous les conducteurs 
negatifs Ya1 a Ya3 sont portes a un potentiei positif 
par rapport a ce potentiei de la reference ou masse et 
tous les conducteurs positifs Yb1 a Yb3 sont portes a 
un potentiei negatif par rapport a la masse ; ces 
potentiels positif et negatif etant superieurs au 
valeurs des tensions que peuvent atteindre les 
signaux d'ecriture qui sont appliques aux conducteurs 
colonnes X1 a X3 lors d'un adressage, de maniere a 
bloquer les diodes D1, D2. 

L'adressage d'une ou plusieurs tetes magneti- 
ques selectionnees, les deux tetes M4 et M9 par 
exemple, s'effectue de la maniere suivante : 

- d'une part on applique au premier et au troi- 
sieme conducteurs colonnes X1 et X3 le signal 
d'ecriture respectivement S4 et S9 ; 

- d'autre part dans le meme temps on modifie la 
polarisation des conducteurs lignes Y2 et Y3 de 
maniere a permettre la conduction des diodes D1 
et D2 du second et du neuvieme element de 
commutation 12 et 19. A cet effet, une tension de 
commandos TCa appliquee a tous les conduc- 
teurs negatifs Ya1 a Ya3 t est au repos par exem- 
ple de I'ordre de +5V par rapport a la masse ; et 
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une tension de commande TCb appliquee a tous 
les conducteurs positifs Yb1, Yb2, Yb3 est au 
repos de I'ordre de -5V ; ces tensions de 
commande TCa et TCb passent a un potentiel 
voisin de celui de la tension de reference ou 5 
masse pour uniquement les conducteurs negatrfs 
Ya2 et Ya3, et uniquement les conducteurs posi- 
tifs Yb2 et Yb3. 

Dans ces conditions si un signal d'ecriture S4, S9 
est applique uniquement aux conducteurs colonnes 10 
X1 etX3, les seules tetes magnetiques traversees par 
un courant sont les quatrieme et neuvieme tetes M4 
et M9 ; les diodes qui sont alors actives sont les dio- 
des D1 quand les signaux S4, S9 sont positifs par rap- 
port a la masse, et les diodes D2 quand ces signaux 15 
sont negatifs. 

Bien entendu il est possible maintenant de trou- 
ver des montages a diodes d iff e rents du montage 
montre a la figure 2, ou des montages a transistors dif- 
ferents de celui de la figure 1 , mais ces montages res- 20 
tent tout de meme dans le cadre de I'invention des tors 
qu'ils permettent de connecter c'est-a-dire comman- 
der I'alimentation d'une ou plusieurs tetes magneti- 
ques, parl'intermediaire d'elements de commutation, 
etceci dans le cadre d'un adressage de type matriciel. 25 

II est a noter en outre que si le sens du courant 
du signal a enregistrer ne s'inverse pas, il suffit d'une 
unique diode pour constituer un element de commu- 
tation 11 a 19. 

La figure 3 est une vue en perspective qui montre, 30 
a titre d'exemple non limitatif, une disposition des 
tetes magnetiques, des elements de commutation et 
des conducteurs lignes et colonnes dans le cas d'une 
realisation ou tous ces elements sont realises sur un 
meme substrat, suivant un montage semblable a celui 35 
de la figure 1 . 

Pour simplifier ta figure 3, seulement 4 tetes 
magnetiques sont representees par exemple les 
1ere, 2eme, 4eme et Seme tetes magnetiques M1, 
M2, M4 et M5 situees aux intersections des premier 40 
et second conducteurs lignes Y1 , Y2 avec les premier 
et second conducteurs colonnes X1, X2. 

Les tetes magnetiques M1, M2, M4, M5 sont 
reliees aux conducteurs colonnes X1, X2 correspon- 
dant par I'intermediaire chacun d'un element de 45 
commutation 11,12, 14, 15. Tous ces elements sont rea- 
lises sur un meme substrat 5, en silicium monocristal- 
lin par exemple, par des precedes en eux-memes 
classiques. 

Chaque element de commutation 11, 12, 14, 15 est 50 
constitue par un transistor du type "MOS" pour lequel 
une premiere et une seconde diffusions 6, 7 realisees 
dans le substrat 5 servent respectivement a consti- 
tuer le drain D et la source S ; la grille de commande 
G est realisee de facon traditionnelle par un dep6t 55 
metallique 8 forme sur Pespace separant les deux dif- 
fusions 6, 7. Chaque drain D ou premiere diffusion 6 
est relie au conducteur colonne X1 , X2 correspondant 
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par une connexion de colonne 9 ; chaque grille G est 
reliee au conducteur ligne Y1, Y2 correspondant par 
une connexion 10 ; et chaque source S ou seconde 
diffusion est reliee a la tete magnetique M1, M2, M4, 
M5 correspond ante a I'aide d'une connexion de ' 
source 11 dont une extremite est en contact avec la 
seconde diffusion. 

Les tetes magnetiques M1, M2, etc. sont consti- 
tutes de maniere classique par : 

- une piece polaire superieure en un materiau 
magnetique fbrmee par les deux pdles magneti- 
ques 15, 16 separes par un entrefer 17 ; 

- une piece polaire inferieure en un materiau 
magnetique (non visible sur la figure 3) servant a 
refermer le circuit magnetique ; 

- un ou plusieurs conducteurs qui passent dans 
le circuit magnetique dans lequel ils produisent 
un champ magnetique quand ils sont parcourus 
parun courant 

Dans I'exemple non limitatif decrit, la connexion 
de source 11 est reliee a un conducteur d'excitation 
20 ayant une forme de spirale, de maniere a s'enrou- 
ler autour du circuit magnetique et a passer plusieurs 
fois dans ce dernier. Dans I'exemple non limitatif 
decrit, le conducteur d'excitation 20 traverse deux fbis 
le circuit magnetique du c6te du premier pole 15 
comme represents sur la figure 3 ; puis le conducteur 
d'excitation 20 est ensu'rte repris par une connexion 
interieure 21 (montree en traits pointilles), de maniere 
a revenir en surface du substrat 5 du cdte du second 
pdle magnetique 16 ou il est repere selon un second 
conducteur 22. Ce second conducteur 22 toume sur 
lui-meme et forme a son tour une spirale qui traverse 
le circuit magn6tique. Le courant circulant dans les 
conducteurs d'excitation 21, 22 se referme ensuite 
par le substrat 5 par exemple, et a cet effet une 
connexion de masse est symbolisee sur la figure 3 a 
une extremite de tous les conducteurs 22. 

Dans I'exemple non limitatif decrit le champ 
magnetique d'ecriture installe dans le circuit magne- 
tique, est produit par trois passages de conducteur 
d'excitation au travers du circuit magn6tique, mais 
bien entendu, dans le cadre de I'invention moins ou 
plus de ces passages peuvent etre realises. 

Les figures 4A a 4H illustrent a titre d'exemple 
non limitatif, certaines eta pes importantes d'un pro- 
cede permettant de realiser la structure montree a la 
figure 3. Les figures 4 A a 41 sont des vues en coupe 
de cette structure suivant un axe X-X montre a la 
figure 3. 

Suivant la methode proposee ci-apres, les tran- 
sistors MOS sont realises a I'aide d'un procede d'epi- 
taxie classique, et a I'aide de techniques de 
photolithogravure traditionnelles a I'aide desquelles 
sont aussi realisees les tetes magnetiques. 

La figure 4A repr6sente le substrat 5 recouvert 
d'une couche 30 electriquement isolante ; dans 
I'exemple non limitatif, decrit le substrat 5 est en sill- 
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cium monocristallin dope de type P par exemple, et la 
couche isolante 30 est un oxyde de siliciuin (Si0 2 ). 

La figure 4H montre que la couche isolante 30 est 
ensuite gravee jusqu'au substrat 5 a des emplace- 
ments 31,32 qui sont prevus respectivement pour le 5 
transistor MOS et pour la tete magnetique. 

La figure 4C represente une etape suivante sur- 
venant apres la realisation d'une couche isolante tres 
mince 33, d'oxyde par exemple, sur les emplace- 
ments 31 ,32, et ceci apres depdt d'une couche 34 de 10 
silicium polycristaflin dans une partie central e de 
('emplacement 31, sur la couche mince d'oxyde 33 ; 
cette couche 34 de silicium polycristallin etant desti- 
nee a former la grille G du transistor. 

La figure 4D montre qu'ensuite, les parties non 15 
protegees de la couche mince 33 d'oxyde ont ete eli- 
minees et que des zones 37, 38, 39 dopees N (par 
exemple du phosphors) ont ete realisees par diffusion 
dans le substrat 5 ; d'une part a I'emplacement 31 ou 
la premiere zone 37 doit constituer le drain D, et ou la 20 
second e zone 38 doit constituer la source S ; et 
d 'autre part a I'em placement 32 de la tete magneti- 
que. 

La figure 4E represente le depdt d'une couche 41 
d'un materiau magnetique, par exemple du FeNi (per- 25 
malloy) a I'emplacement 32 de la tete magnetique. 
Cette couche 41 constitue une piece polaire inferieur 
du circuit magnetique de la tete magnetique, et eile 
peut etre realisee par une methode classique d'elec- 
troiyse. Le depdt de la couche magnetique 41 a ete 30 
effectue apres depdt d'une troisieme couche d'oxyde 
40 sur I'ensemble puis apres elimination de cette cou- 
che 40 a I'emplacement 32 de ta tete magnetique. 

Dans une etape suivante iliustree a la figure 4F, 
apres avoir recouvert ('ensemble d'une quatrieme 35 
couche d'oxyde 43, puis apres avoir grave les cou- 
ches d'oxyde 40,43 a des emplacements pr6vus pour 
realiser des conducteurs, on realise le depot d'une 
fine couche metalliques de cuivre 50 par exemple, a 
I'aide d'un precede d 'electrolyse. 40 

La figure 4G montre que la couche 50 de cuivre 
est ensuite recouverte, la ou des conducteurs sont 
prevus, par une seconde couche de cuivre 51 beau- 
coup plus epaisse, realisee par exemple par electro- 
lyse. 45 

On a ainsi obtenu grace a la seconde couche de 
cuivre 50, successivement en allant de la gauche de 
la figure 4G vers la droite : 

- un conducteur 9 qui constitue le conducteur de 
colonne 9 montre en figure 3 ; ce conducteur 50 
etant en contact avec le drain D que forme la zone 

37; 

- un conducteur 10 qui constitue la connexion de 
grille 10 montree a la figure 3 ; ce conducteur 
etant en contact avec la couche 34 qui forme la 55 
grille G ; 

- un conducteur 11 qui constitue un conducteur 
de source 1 1 montre a la figure 3 ; ce conducteur 



etant en contact avec la source S que forme la 
seconde zone 38 ; 

- un conducteur qui constitue le conducteur 
d 'excitation 20 en spiraie montre a la figure 3 ; 
comme montre a la figure 3, ce conducteur tra- 
verse trois fois le circuit magnetique : aussi il est 
represente a la figure 4H selon sa section, suc- 
cessivement avec le repere 20a pour sa partie 
situee en dehors du circuit magnetique ; puis trois 
fois avec le repere 20b pour sa partie qui traverse 
le circuit magnetique ; puis deux fois a nouveau 
avec le repere 20C pour sa partie exterieure au 
circuit magnetique ; et enfin avec le repere 20d 
pour sa partie reliee au substrat 5, et qui est sym- 
bolisee comme etant la masse sur la figure 3. 
La figure 4H illustre Tune des demieres etapes, 

etape qui consiste a realiser la piece polaire supe- 
rieure, e'est-a-dire les deux pales magnetiques 15,16 
separees par un entrefer 1 7. A cet effet on effectue les 
operations suivantes : 

- on recouvre I'ensemble d'une quatrieme cou- 
che isolante 55 ; 

- on grave la quatrieme couche 55 jusqu'a la cou- 
che magnetique 41 (piece polaire inferieure) en 
deux points 56,57 stoues vers les extremites de 
cette couche magnetique ; 

- et enfin, par un procede d 'electrolyse, on rea- 
lise les deux pdles magnetiques 15,16 (en FeNi) 
qui sont alors relies a la couche magnetique 41 
par les points 56,57. 

La methode de realisation ct-dessus decrite est 
don nee a titre d'exemple non limitatif. II est possible 
notamment de realiser les elements de commutation 
11 a 1 9 aussi bien par des transistors du type "enrich i" 
que du type "deplete". On peut egalement realiser les 
transistors et les tetes magnetiques par la technique 
des couches minces, et Ton peut utiliser aussi cette 
derniere technique pour constituer des diodes selon 
le montage presents par la figure 2. 



Revendications 

1 . Dispositif d'enregistrement d'information sur pis- 
tes magnetiques comportant plusieurs tetes 
magnetiques (M1 a M9), des conducteurs en 
colonnes (X1 a X3) croises avec des conducteurs 
en lignes (Y1 a Y3), les tetes magnetiques etant 
dispose es sous la forme d'un reseau matriciel, 
chaque tete magnetique (M1 a M9) correspon- 
dant a une intersection d'un conducteur en 
colonne avec un conducteur en ligne, caracterise 
en ce qu'il comporte des moyens pour alimenter 
chacune des tetes magnetiques par I'interme- 
dialre d'un element de commutation (11 a 19), de 
maniere a activer au moins une tete magnetique 
selectionnee en commandant I'element de 
commutation correspondant. 
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2. Dispositif d'enregistrement selon la revendication 
1 , caracterise en ce qu'un etat "conducteur" ou un 
etat "bloque" d'un element de commutation (11a 
19) est commande par Tun des deux conducteurs 

(X1 a X3, Y1 a Y3) de I'intersection correspon- 5 
dante et en ce que I'autre conducteur transporte 
le signal a enregistrer. 

3. Dispositif d'enregistrement suivant Tune des 
revendications precedentes, caracterise en ce 10 
que chaque tete magnetique (M1 a M9) est reliee 

par une de ses extremites (2) a I'element de 
commutation (11a 19), et par I'autre extremite (3) 
a un potentiel commun a toutes les tetes magne- 
tiques. 15 

4. Dispositif d'enregistrement selon Tune des reven- 
dications precedentes, caracterise en ce que 
Telement de commutation (11 a 19) est un transis- 
tor. 20 



vant une technologie de films en couches minces. 

1 1 . Dispositif d'enregistrement selon la revendication 
10, caracterise en ce que les elements de 
commutation (11 a 19) et les tetes magn§tiques 4 
(M1 a M9) sont realisees au moins partiellement 
dans de memes etapes de fabrication. 



5. Dispositif d'enregistrement selon Tune des reven- 
dications precedentes, caracterise en ce que 
I'element de commutation (11a 19) est un transis- 
tor du type "MOS". 25 

6. Dispositif d'enregistrement selon la revendication 
4, caracterise en ce que le transistor est du type 
bipolaire. 

30 

7. Dispositif d'enregistrement selon Tune des reven- 
dications 1 ou 2, caracterise en ce que les ele- 
ments de commutation (11 a 19) sont constitues 
par des diodes (D1.D2), 

35 

8. Dispositif d'enregistrement selon la revendication 
7, caracterise en ce que chaque element de 
commutation comprend au moins deux diodes 
(D1 ,D2) t et en ce que le conducteur (Y1 a Y3) ser- 
vant a. commander I'etat de I'element de commu- 40 
tation (11 a 19) est dedouble et comporte un 
conducteur negatif (Ya1) relie a Tune des diodes 
(D1) et un conducteur positif (Yb1) relie a I'autre 
diode (D2). 

45 

9. Dispositif d'enregistrement selon I'une des reven- 
dications precedentes, caracterise en ce que les 
elements de commutation (11 a 1 9) forme nt un 
reseau matriciel et sont realises sur un me me 
substrat (5) que les tetes magnetiques, et en ce 50 
que chaque element de commutation est dispose 

a proximite de la tete magnetique a laquelle il 
correspond. 

10. Dispositif d'enregistrement suivant I'une des 55 
revendications prec6dentes, caracterise en ce 

que les tetes magnetiques (M1 a M9) et les ele- 
ments de commutation (11 a 19) sont realises sui- 
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